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초 록: 전자 소자 배선 재료로 이용되는 Cu의 확산 방지막으로서 170nm 두께의 전해 Ni-Re-P 합금 피막이 Cu 
substrate 위에 제조되었으며 피막특성 및 확산 거동을 연구하였다. 도금 피막내의 P와 Re의 조성분석은 WDXRF
로 분석하였으며, 각 함량은 6wt.%와 10wt.%였다. DSC와 XRD는 Ni-Re-P피막의 결정화 온도가 Ni-P 피막보다 높
다는 것을 보여줬다. 이 결과는 Ni-Re-P피막의 열적 안정성이 Ni-P피막보다 더 우수하다는 것을 나타낸다. 

1. 서론 

Ni 피막은 우수한 부식 저항성 및 열 안정성 등의 특성으로 인하여 전기전자 및 통신 산업에서 주로 Cu layer 
및 substrate의 확산 방지막으로 널리 사용되어 왔다. 도금시 Ni 피막에 P나 B가 함께 공석하여 열처리시 Ni3P
나 Ni3B를 형성하여, 순수한 Ni보다 열적 안정성이 우수한 확산 방지막으로 알려져 있다. 그러나 약 350℃인 결
정화 온도를 초과하게 되면, 결정립 조대화 및 재결정으로 인하여 기계적 특성이 감소하게 된다. 본 연구에서는 
Re을 첨가한 Ni-Re-P 피막을 제조하여 열적 안정성에 미치는 Re의 영향과 Cu확산 방지막으로서의 적용 가능성
에 대하여 알아보고자 한다.

2. 본론  

본 연구에서 Ni-P와 Ni-Re-P 합금 피막의 기본 욕 조성과 작업 조건은 표 1에 나타내었다. Ni-P와 Ni-Re-P 합
금 피막의 발열 반응 피크는 각각 380℃와 456℃에서 관찰되었는데 이러한 발열 반응 피크는 곧 결정화 온도를 
의미한다. DSC 분석 결과를 바탕으로 열처리 온도에 따른 Ni-P 및 Ni-Re-P의 결정구조 변화를 XRD로 분석한 
결과를 그림 1에 나타내었다.  
 

Table 1. PComposition and operating conditions of plating bath

    Fig 1. XRD patterns of the Ni-Re-P films with annealing temperature 

3. 결론 

전자 소자의 배선 재료로 사용되는 Cu의 확산 방지막으로서, 피막의 특성 평가는 WDXRF, DSC, XRD, XPS등을 
통해 분석되어 결론을 얻을 수 있었다. Ni-P 합금 피막내에 고융점 원소인 Re(10wt.%)의 공석으로 인하여 결정화 
온도가 380℃에서 456℃로 약 76℃가 향상되어 열적 안정성이 증가하였음을 알 수 있었다. 
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